ARASTIRMA LABORATUVARLARI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZ

MALZEME ARASTIRMA LABORATUVARLARI

'IJSOOF SEM

JSM-7600F Alan Emisyonlu (FE/Field Emission)
Taramali Elektron Mikroskobu (Scanning Electron
Microscope/SEM), nanoteknoloji, malzeme bilimleri,

muhendislik, biyoloji, tip, arkeoloji gibi multidisipliner
alanlarda kompozisyonel ve yapisal analiz icin kullanilan st

dizey SEM sistemlerinden biridir.

Cihaz Uzerinde ikincil elektronlari toplayan ytzey
goruntusu elde etmeye yarayan SEI (Secondary Electron
Image) dedektorin yani sira geriye sacilan elektronlar
toplayan ve numunenin kompozisyonel gértuntusu veren RBEI

(Retractable Backscatter Elekiron Image) dedektor ve EBIC

(Electron-Beam Induced Current) dedektoéri mevcuttur.

Teknik Ozellikler:
Biiytitme: 25x-1.000.000x
Hizlandirma gerilimi: 0.1-30 kV

Coziniirik: 1 KV GB modunda 1.5 nm-15 kV GB modunda
10 nm

JSM-7600F SEM ile malzemelerin mikro ve nano
boyutta gorUntllenmesi, cihaza uyumlu EDS (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy) atagmani (Oxford
Instruments, Oxford, UK) ile elemental
kompozisyonlarinin belirlenmesi mumkundur. Ayrica
kristalografik calismalar icin EBSD (Electron

Backscattering Diffraction) atagmani mevcuttur.



JEM-2100F HRTEM ile numunelerden gecgen
elektronlar vasitasiyla numune ile ilgili atomik boyutta
goéruntu elde edilmesi, cihaza uyumlu EDS (Energy
Dispersive X-ray Spectroscopy) atagmani (Oxford
Instruments, Oxford, UK) ile elemental

Gecirimli Elektron Mikroskobu (TEM) malzemelerin
mikroyapisal incelenmesi, kristal yapilarinin belirlenmesinde
kullanilir. YUksek ayirma gucu, kinnim ve goruntu bilgilerini
elde etme gibi dnemli 6zelliklere de sahiptir.

Mikroskop FEG (Field Emission Gun) elektron
tabancasina sahiptir ve "ultra high vacuum" seviyesinde
calismaktadir. Sistemin elektron tabancasi, gonyometre,
elektron optik sistem, fotograf gcekme, EDS (Energy
Dispersive Spectrometer), EELS (Electron Energy Loss
Spectrometer) ve tum diger ayarlari sisteme entegre ve
'network’ kapasitesi olan gelismis bir bilgisayar Gzerinden
yapilmaktadir.

kompozisyonlarinin belirlenmesi mumkuanddr.

Teknik Ozellikler:

Calisma Voltaji: 80 - 200 kV ( 80, 100, 120, 160, 200 kV)
Sistemin en kiiclik ve en biiyiik blyttmesi: 50x,
1.500.000x

Isin Capi:TEM mode: 2-5 nm, EDS/NBD/CBD modes:
0,5-2,4nm

Cizgi Cozinurligu: 0.1 nm

Nokta Cézunurlugii: 0.19 nm

Kamera Uzunlugu: 80-2000 mm

Numune Haznesi: Yandan girigli, bes eksenli, motorize
gonyometre

Numune Boyutu: 3 mm ¢apinda

Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS): Noktasal
Analiz, Kimyasal Haritalama

EDS Sistemi: Noktasal ve Cizgisel Analiz, Kimyasal
Haritalama

Apertures: Condenser Lens (CL) Aperture, EDS

(Hard X-Ray), High Contrast Objective Apertur(HC),
Selected Area Aperture

Numune Holders: Single Tilt Holder, Double Tilt Holder
GATAN TRIDIEM GIF: PEELS + Energy Filtresi

FEG (Elektron Tabancasl ) - Ultra High Vacuum

STEM Sistemi ve HAADF (High Angle Annular Dark-Field)
Dedektort




'I'LAB X-ISINLARI (XRD)
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SmartLab XRD sistemi, ince film, toz,
nanomalzemeler gibi numuneler ile calisma imkani sunan,
yuksek X-isini kirinim: sistemine sahip bir difraktometre
sistemidir. Smartlab sistemi, 0/0 kapali gonyometre
sistemi, capraz i1sin optikleri, 5. eksende hareket eden
sacihm kolu ve opsiyonel olan 9.0 kW déner anodlu
jeneratoruile birlikte, oldukca yuksek cozunurlik saglayan

Ustun donanima sahiptir.

Teknik Ozellikler:

v’ Yatay veya dikey theta/2theta ve theta/theta
geometrisinde genis acisal bir aralikta difraksiyon
olcumleri

v'Sistem "divergent beam" ve "parallel beam"
seceneklerinisunmaktadir.

v’ Sistem ince filmler Uzerinde "glancing angle"
olcumleriyapabilmektedir.
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v" Numuneler Uzerinde gerilme, tekstir analizleri
yapilabilmekte ve "pole figure" gikarilabilmektedir.
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v’ Cihaz kapsamina dahil Anton Paar marka
HTK16NmodelyUkseksicaklikaparative TTK450
model dusuk sicaklik aparatiyla farkli
sicakliklarda o6lcum yapilabilmektedir. TTK450
diusik sicaklik aparati 10 ’mbar vakum
ortaminda -198 °C ile 450 °C araligindaki
olcumleri desteklemektedir. HTK16N yuksek
sicaklik aparati ise 10*mbar vakum ortaminda
24°C ile 1600°C sicaklik araligindaki élgimleri

desteklemektedir.
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